FUNKAMATEUR - Bauelementeinformation

Dualgate-MOSFET-Kombination
fur geregelte 5-V-Verstarker

BF 904
BF 904R
BF 904WR

Kennwerte (6, = 25 °C)

Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit

Drainstrom Ip

bei Ups=5V, Ugps=4V

und R;= 120 IQ 8 13 mA
Gate-Source- ldr)Gs

Durchbruchspannung

bei Ugs= Ups=0V

und s= 10 mA 6 15 \Y,
Steilheit |Yssl

bei Ups= 5V, Ip= 10 mA

und Usps= 4 V 22 25 30 mS
Gatel-Source-Kapazitat — des

bei 1 MHz 2,2 2,6 pF
Rauschmaf3 F

bei G=2mS, B= By

und f = 200 MHz 1 1,5 dB

Innenaufbau Einfaches und vollstandiges
und Anschlu3belegung Ersatzschaltbild
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Bild 1: Interner Aufbau Bild 3: Stromspiegel-Ersatzschaltung
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Bild 2: Pinbelegung SOT 143 (Ansicht  Bild 4: Stromspiegel- und Regeltransi-
von unten) bzw. SOT 143R (Draufsicht)  stor-Ersatzschaltung

+5V

Grenzwerte Kurzcharakteristik
Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit .

: + zwei zusammengeschaltete
Drain-Source-Spannung  gd 7 \ Anreicherungs-Dualgate-MOSFETS
Drainstrom b 30 mA mit Schutzdioden
Gate-Source-Strom ck -10 10 mA . Regelbereich 50 dB
Verlustlei .

erlustiels “’”9 R B « zum Aufbau kreuzmodulationsfeste
BF 904 bisd, = 50 °C 200 mw B ) .
‘S — a0 o HF/ZF-Verstarker mit AGC fir
BF 904R bisd, = 40 °C 200 mw VHE- oder UNF-Anplikat
BF 904WR bisb, = 80 °C 200 mw oder pplikationen

« Signalverstarker-Transistor mit
besonders kurzem Kanal, daher
hohes Verhaltnis von Steilheit zu
Eingangskapazitat

Beschreibung

Bei Dualgate-MOSFETSs in herkémm-
lichen Verstarkern mit AGC liegt die
Source nicht an Masse, sondern (b

einen Widerstand an etwa 2 V. Durcrllw
g

die Regelung kann die Sourcespannu
bis auf etwa 5 V steigen. Diese Versta
ker haben daher eine entsprechend ho)
Betriebsspannung.

Beim BF 904, 904R und 904WR kan
die Source an Masse gelegt und dah
mit z.B. 5 V Betriebsspannung gearbe
tet werden, ohne daR3 das Kreuzmodul

tionsverhalten sich gegenuber konven-

tionellen Verstarkern verschlechtert
Regelung und Festlegung des nomine

zweiten MOSFET (links in Bild 1).

Letzteres allein ware auch mit eine
als Stromspiegel geschalteten einfachg
MOSFET mdglich (Bild 3), wobei der
extere Widerstand Rden Strom be-

len Drainstroms erfolgen (ber eine”r[

stimmen wuirde. Mit einem zusatzlichen

einfachen MOSFET wére auch die bes
KM-Unterdriickung  gewdhrleistende
Abregelung von Gate 2 zusammen m|
einer Aufregelung von Gate 1 méglich
Diese in Bild 4 links gezeigte Schaltung
ist nichts weiter als die Nachbildung
eines Dualgate-MOSFETS.
Der BF 904 wird im Geh&use SOT 143
die anderen Typen werden im Gehaus
SOT 143R geliefert (Bild 2).

Wichtiges Diagramm
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Bild 5: Anderung der Spannungsver-
stéarkung uber der AGC-Spannung
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